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(54)  칭 시 치  그 동

(57)  

본 , m(m  연수) 개  라 들과 n(n  연수) 개  게 트라 들  차 고, 1 수평라 에는

R 들  하여 치 고, 2 수평라 에는 G 들  하여 치 , 3 수평라 에는 B 

들  하여 치 는 수직 RGB   갖는 시 치 , 상  라 들에 들

 공 하  한  동 ; 상   동  m/k(k는 연수 , 하나  티플 에  

 채  개수) 개   채 들에 는 스 들과 상  라 들 사 에 치 어 상  m/k 개

스 들  통해 시 할 어 는 들  수 째 라 들과 우수 째 라 들에 시

할하여 하는 티플 ; 상  티플  BTS 특  보상하  해 보상  비하

는 것  특징  하는 시 치  공한다.

  도
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청

청 항 1 

m(m  연수) 개  라 들과 n(n  연수) 개  게 트라 들  차 고, 1 수평라 에는 R 

들  하여 치 고, 2 수평라 에는 G 들  하여 치 , 3 수평라 에는 B 들

하여 치 는 수직 RGB   갖는 시 치 ,

상  라 들에 들  공 하  한  동 ;

상   동  m/k(k는 연수 , 하나  티플 에   채  개수) 개   채 들에

는 스 들과 상  라 들 사 에 치 어 상  m/k 개  스 들  통해 시 할 어 

는 들  수 째 라 들과 우수 째 라 들에 시 할하여 하는 티플

;

상  티플  BTS 특  보상하  해 보상  비하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 2 

 1 항에 어 ,

상  보상 는  싱하  한 싱 트랜지스 ;

상  싱 트랜지스 가 다 드  동 할 수 게 스  동 는 스 트랜지스 ;

상  싱 트랜지스 에 스트 스   , 프 시키는 스 칭 트랜지스 ;

상  싱 트랜지스   가하는 가 트랜지스 ;

상   상  싱 트랜지스 에  하는  트랜지스 ;

상  싱 트랜지스 에   시키는 리  트랜지스  는 것  포함하는 시 치.

청 항 3 

 2 항에 어 ,

상  싱 트랜지스 에  가하는 원과;

상  스 칭 트랜지스  게 트에 신  가하여 스 칭 트랜지스   , 프  결 하는 1 어신

;

상  가 트랜지스  스 트랜지스    트랜지스 에 신  가하여  , 프  결

하는 2 어신 ;

상  리  트랜지스   , 프  결 하는 3 어신 ;

상  스 칭 트랜지스   , 프  결 하는 4 어신  포함하는 시 치.

청 항 4 

 2 항에 어 ,

상  싱 트랜지스  스 트랜지스  블 게 트  스 칭 트랜지스  가 트랜지스  

 트랜지스   리  트랜지스 는 In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계
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 산 , Al-Ga-Zn-O계  산 , Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계 

산 , Al-Zn-O계  산 , In-O계  산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산

  어느 하나  는 것  포함하는 시 치.

청 항 5 

 2항에 어 ,

상  스 칭 트랜지스 는 블 게 트  하는 것  포함하는 시 치.

청 항 6 

 1 항에 어 ,

상  보상 는 상  m/k 개  스 과 상  m개    비에 라  티플  채

 수가 k개  달라지는 것  포함하는 시 치.

청 항 7 

시 에 , 

상  시  동하도   동 에  1 신  하는 단계 ;

상  시  동하도  게 트 동 에  3 신  하는 단계 ;

상  1 신  보상  티플 에 하는 단계 ;

상  보상  스 칭 트랜지스 에 상   3 신  하는 단계 ;

상  티플 에  m/k(k는 연수 , 하나  티플 에   채  개수)개  스 과 m개

  상  시 에 상   1 신  하는 단계 ;

상  보상  스 칭 트랜지스 에  상   3 신   싱 트랜지스 에   싱하는 단계

;

상  싱 트랜지스 에  상   동  싱한 값  하는 단계 ;

상   동 에  상  보상  티플 에 2 신  하는 단계 ;

상  티플 에  시  상  2 신  하는 단계 ;

상  보상  스 칭 트랜지스 에  상   3 신   싱 트랜지스 에   싱하는 단계 ;

상  싱 트랜지스 에  상   동  싱한 값  하는 단계 ;

상  게 트 동 에   4신  하는 단계  포함하는 시 치  동 .

청 항 8 

 7 항에 어 ,

상  게 트 동 에  3 신  하는 단계는,

상  스 칭 트랜지스 에 우(low)신  하는 단계 ;

가 트랜지스  스 트랜지스   트랜지스 에 하 (high) 신  하는 단계 ;

상  스 칭 트랜지스 가  프 어 싱 트랜지스 에 상   3 신  하지 는 단계 ;

상  스 트랜지스  상  가 트랜지스   상   트랜지스 는   어 싱 트랜지
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스 가 다 드 태  동 는 단계 ;

상  싱 트랜지스  상  가 트랜지스  사  간  변  싱하는 단계 ; 

상   동 에 상  싱 트랜지스 에  싱한 값  하는 단계 ;

상   동 에  상  2 신  하는 단계 ;

리  트랜지스 (Tr)에  상  4 신   상  싱 트랜지스  상  가 트랜지스  사  

간   하는 단계  포함하는 시 치  동 .

 

 술  

본  시 치에 한 것 , 특  티플 (DEMUX)에 산  막트랜지스  사 해 고해상도[0001]

 가능한 시 치  그 동 에 한 것 다.

 경  술

 시 치는  학   한 치 다.[0002]

, 시 치는  가해지  계  에 라  열  뀌고, 상   열에[0003]

라 빛  할 수 는 특  하여 상  하는 치 , 들  매트릭스 태  열  

시 과  시  동하  한 동 들  비한다.

하, 첨  도  참 하여   상  시 에 해 한다.[0004]

도 1  래  시  개략  도시한 평 도 다.[0005]

도 1  참 하 , 시 에는 게 트라 (GL)과 라 (DL)  차 고 그 게 트라 (GL)과 [0006]

라 (GL)  차 에 (Clc)  동하  한 막트랜지스 (Thin Film Transistor, 하 "TFT"라 함)가

다. TFT는 게 트라 (GL)  통해 공 는 스캔 스(SP)에 답하여 라  통해 공 는 

(Vd)  (Clc)  극(Ep)에 공 한다.  하여 TFT  게 트 극  게 트라 (GL)에 

고,  스 극  라 (DL)에  ,  드 극  (Clc)  극(Ep)에  다.  

(Clc)  극(Ep)에 공 는 (Vd)과 공통 극(Ec)에 공 는 공통 (Vcom)  차  

다.  차  는 계에 해 들  열  뀌  과 는 빛  량  게 다.

공통 극(Ec)  (Clc)에 계  가하는 식에 라 시  상  리  또는 하  리

에 , 공통 극(Ec)과 (Clc) 극(Ep) 사 에는 (Clc)    지시키  한

스 리지 커 시 (Storage Capacitor : Cst)가 다.

시 치  동 들에는 는 지  비   날 그  변 하여 시[0007]

 라 들에 공 하  한  동  스캔 스  시  게 트라 들에 공 하

한 게 트 동 가 포함 다.

한편, 근 시 치  고해상도  우 (Narrow Bezel)  고 , 에 하여 시[0008]

 동 에  고해상도  하  해  채 수  가시키고 우  갖는 시 치가 연

다.

그  시 치에 어   동   채 수  여  동  간 하  해, 상[0009]

  수   채 들  공 는 들  다수  라 들  하는 동 식  

  다.  해,  컬러 시 치에는 티플 가  포함 다.

하 도 2  참 하여 티플  상  한다.[0010]

도 2는  동   채 수   한 티플  하  한 도 다.[0011]

도 2  참 하 , 티플 (20)는 도 2  같   동 (30)   채 들에 는 m/k(m,k[0012]

는 연수) 개  스 들과 시 (20)에  m 개  라 들 사 에 치 어  동
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(30)   라 들에 공 한다. 티플 (20)는 m/k 개  스 들

  m 개  라 들에 공 함   동   채 들 수  게 다. 

해, 티플 (20)는 m/k 개  스 들  어느 한 라 과 k 개  라 들 사 에 각각 

 m/k 개  티플 (DEMUX)들  포함하 , 티플  각각  k 개  MUX TFT들  포함한다.

도 3  m/3 개  티플  포함하는 티플 (20)  도시한 도 고, 도 4는 도 2  m/3개  [0013]

티플  어신  타 도 다.

도 3  도 4  참 하여, 티플 (20)가 m/3 개  티플 들(DMX1 내지 DMX(m/3))  포함하고[0014]

다 , 티플 들(DMX1 내지 DMX(m/3)) 각각  3 개  MUX TFT들(MT1 내지 MT3)  비하게 다. 

MUX TFT들(MT1 내지 MT3)  도 4  같  1 수평 간(1 H) 동  순차   는 어신 들(φ1 내지 φ[0015]

3)에 답하여 각각    m/3 개  스 들(S1 내지 S(m/3))  들  라

들(D1 내지 Dm)에 공 하게 다. 

다시 말해, 1 MUX TFT들(MT1)  1 어신 (φ1)에 해    3a-2(1≤a≤m, a는 연수) 째 [0016]

라 들  통해 수 째 R 들(R1,R3,...R(m-1/3))  해당 들에 공 한다. 

2 MUX TFT들(MT2)  2 어신 (φ2)에 해    3a-1 째 라 들  통해 수 째 G [0017]

들(G1,G3,...G(m-1/3))  해당 들에 공 한다. 

3 MUX TFT들(MT3)  3 어신 (φ3)에 해    3a 째 라 들  통해 수 째 B [0018]

들(B1,B3,...B(m-1/3))  해당 들에 공 한다. 

그런 , 러한 티플 (20)  하여  동   채 수  는 시 치에[0019]

 시간 간격   는 MUX TFT들에 해 들 간  타  래  1 수평 간(1 H)에  2

수평 간(1/3 H)  달라지게 어 MUX TFT들에게 고  스 칭 능  필  한다.

하지만 래   스 칭 는 수  비 질 실리 (a-Si:H)  주  하는 , 비 질 실리[0020]

원  열  질 하  에 한 결합(weak Si-Si bond)  링 본드(dangling bond)가 재하여 빛 

사나   가  시   상태  변 어  막  트랜지스   시    고

, 특   특 (낮  계 과 동도 : 0.1∼1.0㎠/V·s)  지  고해상도  에 

가 생한다.

 내

해결하 는 과

본 에 는  같  시 치  티플  등가 에  트랜지스  채  신 달 지연시간[0021]

커지는  해결하고  한다.

과  해결 수단

 같  과  해결  해, 본 , m(m  연수) 개  라 들과 n(n  연수) 개  게 트라[0022]

들  차 고, 1 수평라 에는 R 들  하여 치 고, 2 수평라 에는 G 들  하여

치 ,  3  수평라 에는  B  들  하여  치 는  수직  RGB    갖는

시 치 , 상  라 들에 들  공 하  한  동 ; 상   

동  m/k(k는 연수 , 하나  티플 에   채  개수) 개   채 들에 는 스

들과 상  라 들 사 에 치 어 상  m/k 개  스 들  통해 시 할 어 는 

들  수 째 라 들과 우수 째 라 들에 시 할하여 하는 티플 ; 상  

티플  BTS  특  보상하  해  보상  비하는  것  특징  하는  시 치

공한다.

, 상  보상 는  싱하  한 싱 트랜지스 ;상  싱 트랜지스 가 다 드  동[0023]

할 수 게 스  동 는 스 트랜지스 ; 상  싱 트랜지스 에 스트 스   , 프 시키
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는 스 칭 트랜지스 ; 상  싱 트랜지스   가하는 가 트랜지스 ; 상   상

 싱 트랜지스 에  하는  트랜지스 ; 상  싱 트랜지스 에   시키는

리  트랜지스  는 것  포함한다.

또한, 상  싱 트랜지스 에  가하는 원과; 상  스 칭 트랜지스  게 트에 신  가하[0024]

여 스 칭 트랜지스   , 프  결 하는 1 어신 ; 상  가 트랜지스  스 트랜지

스    트랜지스 에 신  가하여  , 프  결 하는 2 어신 ; 상  리  트랜지스

  , 프  결 하는 3 어신 ; 상  스 칭 트랜지스   , 프  결 하는 4 어신

 포함한다.

, 상  싱 트랜지스  스 트랜지스  스 칭 트랜지스  가 트랜지스   트[0025]

랜지스   리  트랜지스 는 In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계  산

, Al-Ga-Zn-O계  산 , Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계  산 ,

Al-Zn-O계  산 , In-O계  산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산   어

느 하나  는 것  포함한다.

, 상  스 칭 트랜지스 는 블 게 트  하는 것  포함한다.[0026]

그리고, 상  보상 는 상  m/k 개  스 과 상  m개    비에 라  티플[0027]

 채  수가 k개  달라지는 것  포함한다.

또한 본  시 에 , 상  시  동하도   동 에  1 신  하는[0028]

단계 ; 상  시  동하도  게 트 동 에  3 신  하는 단계 ; 상  1 신

보상  티플 에 하는 단계 ; 상  보상  스 칭 트랜지스 에 상   3 신  하는

단계 ; 상  티플 에  m/k(k는 연수 , 하나  티플 에   채  개수)개  스

과 m개    상  시 에 상   1 신  하는 단계 ; 상  보상  스 칭

트랜지스 에  상   3 신   싱 트랜지스 에   싱하는 단계 ; 상  싱 트랜지스

에  상   동  싱한 값  하는 단계 ; 상   동 에  상  보상  

티플 에 2 신  하는 단계 ; 상  티플 에  시  상  2 신  하는 단

계 ; 상  보상  스 칭 트랜지스 에  상   3 신   싱 트랜지스 에   싱하는 단

계 ; 상  싱 트랜지스 에  상   동  싱한 값  하는 단계 ; 상  게 트 동

에   4신  하는 단계  포함하는 시 치  동  공한다.

, 상  게 트 동 에  3 신  하는 단계는, 상  스 칭 트랜지스 에 우(low)신  [0029]

하는 단계 ; 가 트랜지스  스 트랜지스   트랜지스 에 하 (high) 신  하

는  단계 ;  상  스 칭  트랜지스 가   프  어  싱  트랜지스 에  상   3  신  하지  는

단계 ; 상  스 트랜지스  상  가 트랜지스   상   트랜지스 는   어 

싱 트랜지스 가 다 드 태  동 는 단계 ; 상  싱 트랜지스  상  가 트랜지스  사

간  변  싱하는 단계 ; 상   동 에 상  싱 트랜지스 에  싱한 값  하는

단계 ; 상   동 에  상  2 신  하는 단계 ; 리  트랜지스 (Tr)에  상  4 신

  상  싱 트랜지스  상  가 트랜지스  사  간   하는 단계  포함한다.

 과

본  시 치에, 티플  사 하여 스  수  고 드  수  감 하여, [0030]

 링크라  간격   고해상도 스플 에  우  보할 수 고, 티플 에 산

 막트랜지스  사 할  산  막트랜지스  특 상 나타나는 변  보상할 수 는 과가 다.

도  간단한 

도 1  래  시 치  개략  도시한 평 도 다. [0031]

도 2는  동   채 수   한 티플  하  한 도 다.

도 3  m/3 개  티플  포함하는 티플  도시한 도 다.
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도 4는 도 2  m/3개  티플  어신  타 도 다.

도 5는 본  실시 에  티플  동 식  시 치  개략  도시한 도 다.

도 6는 산  막트랜지스  BTS(Bias Temperature Stress)곡  도시한 도 다.

도 7  본  1 실시 에  보상  개략  도시한 다.

도 8  본   1실시  한 시 치  보상  개략  도시한 도 다.

도 9는 마  래스(Mother Glass)에  산  TFT  균 (Uniformity)  측 하  해 측 역  한 도

다.

도 10는 도 9  측 역에  측 치  나타낸 도 다.

도 11는 티브  채  게 트(Active Back Channel Gate)  한 블(Doule) 게 트  단 도 다.

도 12  도 11  한   시프트 특 곡 다.

도 13  본  2 실시 에  보상  개략  도시한 다

도 14는 본  2 실시  한 시 치  보상  개략  도시한 다.

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  시 치에 해 한다.[0032]

도 5는 본   1 실시 에  티플  동 식  시 치  개략  도시한 도 다.[0033]

도 5  참고하 , 본  1 실시 에  티플  동 식  시 치는 다수  라 들[0034]

(D1 내지 Dm)과 다수  게 트라 들(G1 내지 Gn)  차 고 그 차 역에 마 는 m × n개  들과

 들  동하  한 TFT가  시 (100)과, 는 다수  어신 들(φ1, φ2, φ3)

에 답하여 m/3 개  스 들(S1 내지 Sm/3)  는  m 개  라 들(D1 내지

Dm)  시 할 하여 하는 티플 (120) , 지  비   날 그  변

하여 시  라 들에 공 하  한  동  스캔 스  시  게 트라

들에 공 하  한 게 트 동  포함한다.

 티플 (120)는  동 (110)   채 들에 는 스 들(S1 내지 Sm/3)과[0035]

라 들(D1 내지 Dm) 사 에 치 어 한 개  스  통해 시 할 어 는 들  

개  라 들에 하여 공 한다.

티플 (120)는 m/3 개  스 들(S1 내지 Sm/3)   m 개  라 들(D1[0036]

내지 Dm)에 공 함   동   채 들 수  라 들  갯수에 비해 1/3  다. 는

본  1 실시  m/k(m,k는 연수)개  스 들과 m개  라 들  비  필 에 라 달라질

수 다.

 해, 티플 (120)는 m/3 개  스 들(S1 내지 Sm/3)  어느 한 라 과 m 개  라[0037]

들 사 에 각각  m/3 개  티플 들(DMX1 내지 DMX(m/3))  포함하 , 티플  각각  3 개

 MUX 산  TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  포함한다.

,  MUX  산  TFT들(MOT1,  MOT2,  MOT3)는  가 는  어스  도에  해  시간에  라  BTS(Bias[0038]

Temperature Stress)  는 , BTS  하여 MUX Oxide TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  특  변 한다.

라  MUX Oxide TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  는 BTS  보상하  한 보상 (150)  시 (100)에[0039]

하고, 보상 에   공 는 미(Dummy) 역(155)  한다.

도 6는 산  막트랜지스  BTS(Bias Temperature Stress)곡  도시한 도 다.[0040]

도 6  참 하 , 산  막트랜지스  BTS곡  산  TFT 에 도  어스  가하여 스트 스[0041]

 후 측 한 값  상  상상태 값  비 하여 도시한 곡 다.

산  TFT  BTS 특 , 트랜지스  게 트 드에 (Positive)  어스가 스트 스(Stress)  하[0042]

 도 6  PBTS(Positive Bias Temperature Stress)  같  값(Initial)과 비하여 쪽  동한다.
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  게 트 드에 (Negative)  어스가 스트 스  하  NBST(Negative Bias Temperature

Stress)과 같  값(Initial)과 비하여 쪽  동한다. 

라 , 산  TFT  동  에  보   A 역에   어스  도에 향  지  산[0043]

 TFT는 프 특  보 는   어스가 스트 스  한 산  TFT는  특  보 다. 

또한 B 역에   산  TFT는  특  보 는   어스가 스트 스  한 산  막[0044]

트랜지스 는 프 특  보 다. 

 같  산  TFT에  어스가 스트 스  하 , 시간  지나  동 한 동 에  하[0045]

동도가 가하는 특  생하여 동  킨다.

또한  어스가 스트 스  하 , 시간  지나  동 한 동 에  하 동도가 감 하고 채[0046]

항  가하는 상  생한다. 는 비 질 실리  TFT  사 한 경우  특  비슷해지는 것 다.

라  산  TFT   시프트(shift)는 티플  하는 산  TFT  특 하  시 에[0047]

 생하는 , 는 시 치  신뢰   산  TFT  티플 에 하  든 다.

러한  해결하  해 본 에 는 보상 (도 4  150)  한다.[0048]

도 7  본  1 실시 에  보상  개략  도시한 다.[0049]

도 7  참 하 , 본  1 실시 에  보상 는  싱하  한 싱 TFT(MOT)  싱[0050]

TFT(MOT)  싱할 수 도  동 하는 스 TFT(Td)  싱 TFT(MOT)에 BTS  가하는 스 칭 TFT(Tg)

 싱  TFT(MOT)  가하는  가  TFT(Ti)   싱  TFT(MOT)에  하는  

TFT(Tv)  싱 TFT(MOT)에   시키는 리  TFT(Tr)  어 다.

그리고, 보상  싱 TFT(MOT)에  가하는 원(Constant Current)과 스 칭 TFT(Tg)  게 트[0051]

 어하는 1 어신 (Vcon1)  가 TFT(Ti)  스 TFT(Td)   TFT(Tv)  게 트  

어하는 2 어신 (Vcon2)  싱 TFT(MOT)   할 수 도  리  TFT(Tr)  게 트  어하는 

3 어신 (Vst(N+1))가 게 트 동  가 고, 스 칭 TFT(Tg)가 순차  스 칭할 수 게 어

하는 4 어신 (φ)가  동  가 다.

, 싱 TFT(MOT)는 티플  TFT   시프트 도  변하  한 싱 TFT(MOT)  [0052]

티플  BTS 특  변한다. 

또한, 싱 TFT(MOT)  스 TFT(Td)  스 칭 TFT(Tg)  가 TFT(Ti)   TFT(Tv)  리[0053]

TFT(Tr)는 들어 In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계  산 , Al-Ga-

Zn-O계  산 , Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계  산 , Al-Zn-O계

 산 , In-O계  산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산   어느 하나

 수 다.

,  1  어신 (Vcon1)가 우(low),  2  어신 (Vcon2)가 하 (high)  상태가 , 스 칭 TFT(Tg)는[0054]

프 어  상 싱 TFT(MOT)에 BTS  주지 ,  스 TFT(Td)  가 TFT(Ti)   

TFT(Tv)는  상태가 어 싱 TFT(MOT)가 다 드 태  동 다.

, 싱 TFT(MOT)  1 드(Anode)  변 는  시프트 변  나타낸다. [0055]

 같  량   가하여   싱 TFT(MOT)  1 드(Anode)    산[0056]

TFT  BTS에   과  시프트 도가 1 드  변  나타나는  것   동

에  싱하여  그  편차에  라  4  어신   해  산  TFT  BTS  한  특  변

보상한다.

후,  시프트 싱  도   해 리  TFT(Tr)가  2 드(Cathode)  시킨다.[0057]

,  TFT-다 드 연결  경우   시프트 도  변할 수 없  에 량  [0058]

 가하여   싱 TFT(MOT)  1 드(Anode)   산  TFT  BTS에  

 시프트 도가 1 드(Anode)  변   시프트 싱  하  해 1 드(Anode) 쪽 

원(Constant Current)  필 하다.

 같   싱   편차가 티플   시프트 향  지하  한 보상 값[0059]
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 사 어, 동시간 동  는 BTS 향  보상한다.

도 8  본   1실시  한 시 치  보상  개략  도시한 도 다.[0060]

도 8  참 하 , 본  1 실시  한 시 치  보상 는  싱하  한 1 [0061]

싱  TFT(MOT1)  1  싱  TFT(MOT1)  싱할  수  도  동 하는  1  스  TFT(Td1)  1  싱

TFT(MOT1)에 BTS  가하는 1  스 칭 TFT(Tg1)   1  싱 TFT(MOT1)  가하는 1  가

TFT(Ti1)   1 싱 TFT(MOT1)에  하는 1  TFT(Tv1)  1 싱 TFT(MOT1)에 

 시키는 1 리  TFT(Tr1)  포함한다.

또한, 1 싱 TFT(MOT1)  는 2 싱 TFT(MOT2)  3 싱 TFT(MOT3)  1 스 TFT(Td1)[0062]

는 2 스 TFT(Td2)   3  스 TFT(Td3) ,  1  스 칭 TFT(Tg1)과 는 2  스 칭

TFT(Tg2)  3 스 칭 TFT(Tg3) , 1 가 TFT(Ti1)  는 2 가 TFT(Ti2)  3 

가 TFT(Ti3) , 1  TFT(Tv1)  는 2  TFT(Tv2)  3  TFT(Tv3) , 1

리  TFT(Tr1)  는 2 리  TFT(Tr2)  3 리  TFT(Tr3)  어 다.

, 1 스 칭 TFT(Tg1)  게 트  어하는 5 어신 (Vcon1a)  1 가 TFT(Ti1)  1 [0063]

스 TFT(Td1)  1  TFT(Tv1)  게 트  어하는  8 어신 (Vcon2a)가 게 트 동

가 , 5 어신 (Vcon1a)  는 6 어신 (Vcon1b)  7 어신 (Vcon1c) , 8 어신

(Vcon2a)  는 8 어신 (Vcon2b)  8 어신 (Vcon2c)가 게 트 동  가 다.

그리고,  동 에  보상  싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)에 가 는 (ICC)  스 칭 TFT들[0064]

(Tg1, Tg2, Tg3 )  순차  스 칭할 수 게 어하는 10 어신 (φ1)  11 어신 (φ2)  12

어신 (φ3)가  동  가 다

, 싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  티플  TFT   시프트 도  변하  한 싱 트랜지[0065]

스  티플  BST 특  변한다. 

그리고, 싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)과 스 TFT들(Td1, Td2, Td3)과 스 칭 TFT들(Tg1, Tg2, Tg3)과 [0066]

가 TFT들(Ti1, Ti2, Ti3)과  TFT들(Tv1, Tv2, Tv3)  리  TFT들(Tr1, Tr2, Tr3)   들어

In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계  산 , Al-Ga-Zn-O계  산 ,

Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계  산 , Al-Zn-O계  산 , In-O계

 산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산   어느 하나   수 다.

,  5  어신 (Vcon1a)가  우(low),  8  어신 (Vcon2a)가  하 (high)  상태가  ,  1  스 칭[0067]

TFT(Tg1)는 프 어  상 1 싱 TFT(MOT1)에 BTS  주지 , 1 스 TFT(Td1)  1 

가 TFT(Ti1)  1  TFT(Tv1)는  상태가 어 1 싱 TFT(MOT1)가 다 드 태  동 다.

, 1 싱 TFT(MOT1)  1 드(Anode)  변 는  시프트 변  나타낸다.[0068]

또한 5 어신 (Vcon1a)에 는 6 어신 (Vcon1b)  7 어신 (Vcon1c)가 우 상태가 고, [0069]

8 어신 (Vcon2a)에 는 11 어신 (Vcon2b)  10 어신 (Vcon2c)가 하  상태가 , 2 

싱TFT(MOT2)  3 싱 TFT(MOT3)도 다 드 태  동 다.

, 각각  싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  스  각각  가 TFT들(Ti1, Ti2, Ti3)  드  사[0070]

3 드  변 는  시프트 변  나타낸다.

 같   동 에   가하여   싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  가 TFT들[0071]

(Ti1, Ti2, Ti3)  사  3 드    산  TFT  BTS에   과  시프트 

도가 3 드  변  나타나는  것   동 에  싱하여 그 편차에 라 10 어신

11 어신   12 어신   해 산  TFT  BTS  한 특  변  보상한다.

또한, 본 도 에 도시하지 지만 한 싱  하여 1 싱 TFT(MOT1)   할 수 도  1[0072]

리  TFT(Tr1)  게 트  어하는 13 어신 (Vsta(N+1))가 게 트 동  가  수 고, 13

어신 (Vsta(N+1))에 는 14 어신 (Vstb(N+1))  15 어신 (Vstc(N+1))가 가  수 다.

한편,  본  에  쓰 는  산  TFT는  마 래스(Mother  glass)  특 에  라   에  변 가[0073]

생 다.
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도 9는 마 래스에  산  TFT  균  측 하  해 측 역  한 도 고, 도 10는 도 9  측[0074]

역에  측 치  나타낸 도 다.

도 9  도 10  참 하 , 마  래스(Mother glass, 500)  9개  역  나누고 9개  역에  [0075]

 측 하    역마다 균 하게 포 지 고 마  래스(500)  특 에 라 역

마다 다 게 측 다. 

도시   같  측 역  9개  역  나눌 수 는 , 는 측  편  해 나눈 고, 측 역[0076]

는 필 에 라 다수  역  나눌 수 다.

, 측 에  산  TFT    균 (Uniformity)  보통 '±0.5V' , 도 10과 같  마[0077]

래스(500)  특 에 라   균   '2.0V ~ ±3.0V' 수   수 다.

라 ,    다  특 곡  갖게 므   들어 A 역에  동하는 산  TFT[0078]

가 마  래스(500)  특 에 라   달라  신   동  는 산  TFT   

  역  시프트 어 동  지 는 산  TFT  나눠질 수 고, 그에 라 산  TFT에 

동  어나 신   보내지 못하는 가 생한다.

본    마  래스(500)에 라 변 하는 특  보상하  해 블게 트  한[0079]

다.

도 11는 티브  채  게 트(Active Back Channel Gate)  한 블(Doule) 게 트  단 도 고,[0080]

도 12  도 11    시프트 특 곡 다.

도 11  도 12  참 하 , 블게 트 (280)는  상 에 1 게 트(210)가 치하고, 그 상 에 1[0081]

게 트(210)  연하  한 연층(220)  치하고, 그 상 에 도체층(230)  치한다. 그 상 에는 에치

스 층(240)  치하고, 그 상 에는 스(254)  드 (252)  치한다. 그리고 그 상 에 시 막

(260)과 2 게 트(215)가 치한다.

 도체층(230)  들어 In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계  산[0082]

, Al-Ga-Zn-O계  산 , Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계  산 ,

Al-Zn-O계  산 , In-O계  산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산  

하여 산  도체층  할 수 다.

또한, 드  극(252)  스 극(254)과  간격  격 어  마주하도  고, 시 막[0083]

(260)  재질  질  루어질 수 는 ,  들어 산 실리 (SiO2), 질 실리 (SiNx)  하나  포

함한다.

 같  블게 트 (280)  TFT  보상  하 ,    싱하여 마  래스(도 9[0084]

500)  특 에 라    역  시프트 어  경우 2 게 트(215)   가해 

   역에   역  시프트할 수 다.  같    보상  실시하  산

 TFT가  역에  동  생하는 것  지하여  특 값에 향  지 고 싱할 수

다. 

도 13  본  2 실시 에  보상  개략  도시한 도 다.[0085]

도 13  참 하 , 본  2 실시 에  보상 는  싱하  한 싱 TFT(MOT)  싱[0086]

TFT(MOT)  싱할 수 도  동 하는 스 TFT(Td)  싱 TFT(MOT)에 BTS  가하는 블게 트  스

칭 TFT(DTg)   싱 TFT(MOT)  가하는 가 TFT(Ti)   싱 TFT(MOT)에  하는

 TFT(Tv)  싱 TFT(MOT)에   시키는 리  TFT(Tr)  어 다.

그리고, 보상  싱 TFT(MOT)에  가하는 원(Constant Current)과 스 칭 TFT(Tg)  게 트[0087]

 어하는 1 어신 (Vcon1)  가 TFT(Ti)  스 TFT(Td)   TFT(Tv)  게 트  

어하는 2 어신 (Vcon2)  싱 TFT(MOT)   할 수 도  리  TFT(Tr)  게 트  어하는 

3 어신 (Vst(N+1))가 게 트 동  가 고, 스 칭 TFT(Tg)가 순차  스 칭할 수 게 어

하는 4 어신 (φ)가  동  가 다.

, 싱 TFT(MOT)는 티플  TFT   시프트 도  변하  한 싱 TFT(MOT)  [0088]

티플  BTS 특  변하는 ,   마  래스(도 9  500)  특 에 라  역  시
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프트 어  경우  동 에  블 게 트  스 칭 TFT(DTg)  2 게 트(도 11  215)  

가해    역에   역  시프트할 수 다. 

 같    보상  실시하  보상  산  TFT가  역에  동  생하는 것[0089]

지하여  특 값에 향  지 고 싱할 수 다. 

그리고, 싱 TFT(MOT)  스 TFT(Td)  블 게 트  스 칭 TFT(DTg)  가 TFT(Ti)  [0090]

TFT(Tv)  리  TFT(Tr)는 들어 In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계 

 산 , Al-Ga-Zn-O계  산 , Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계  산

, Al-Zn-O계  산 , In-O계  산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산

 어느 하나   수 다.

 도 14는 본  2 실시  한 시 치  보상  개략  도시한 다.[0091]

도 14  참 하 , 본  2 실시  한 시 치  보상 는  싱하  한 1[0092]

싱  TFT(MOT1)  1  싱  TFT(MOT1)  싱할  수  도  동 하는  1  스  TFT(Td1)  1  싱

TFT(MOT1)에 BTS  가하는 1 블 게 트  스 칭 TFT(DTg1)   1 싱 TFT(MOT1)  가하는

1  가  TFT(Ti1)   1  싱  TFT(MOT1)에  하는  1   TFT(Tv1)  1  싱

TFT(MOT1)에   시키는 1 리  TFT(Tr1)  포함한다.

또한, 1 싱 TFT(MOT1)  는 2 싱 TFT(MOT2)  3 싱 TFT(MOT3)  1 스 TFT(Td1)[0093]

는 2 스 TFT(Td2)  3 스 TFT(Td3) , 1 블 게 트  스 칭 TFT(DTg1)과 는

2 블 게 트  스 칭 TFT(DTg2)  3 블 게 트  스 칭 TFT(DTg3) , 1 가 TFT(Ti1)  

는 2  가 TFT(Ti2)   3  가 TFT(Ti3) ,  1   TFT(Tv1)  는 2  

TFT(Tv2)   3   TFT(Tv3) ,  1  리  TFT(Tr1)  는  2  리  TFT(Tr2)   3  리

TFT(Tr3)  어 다.

, 1 스 칭 TFT(Tg1)  게 트  어하는 5 어신 (Vcon1a)  1 가 TFT(Ti1)  1 [0094]

스 TFT(Td1)  1  TFT(Tv1)  게 트  어하는  8 어신 (Vcon2a)가 게 트 동

가 , 5 어신 (Vcon1a)  는 6 어신 (Vcon1b)  7 어신 (Vcon1c) , 8 어신

(Vcon2a)  는 8 어신 (Vcon2b)  8 어신 (Vcon2c)가 게 트 동  가 다.

그리고,  동 에  보상  싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)에 가 는 (ICC)  스 칭 TFT들[0095]

(Tg1, Tg2, Tg3 )  순차  스 칭할 수 게 어하는 10 어신 (φ1)  11 어신 (φ2)  12

어신 (φ3)가  동  가 다

, 싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  티플  TFT   시프트 도  변하  한 싱 트랜지[0096]

스  티플  BST 특  변하는 ,   마  래스(도 9  500)  특 에 라 

역  시프트 어  경우  동 에  블 게 트  스 칭 TFT들(DTg1, DTg2, DTg3)  2 게

트(도 11  215)   가해    역에   역  시프트할 수 다. 

 같    보상  실시하  보상  산  TFT가  역에  동  생하는 것[0097]

지하여  특 값에 향  지 고 싱할 수 다. 

그리고, 싱 TFT들(MOT1, MOT2, MOT3)  스 TFT들(Td1, Td2, Td3)과 블 게 트  스 칭 TFT들(DTg1,[0098]

DTg2, DTg3)과 가 TFT들(Ti1, Ti2, Ti3)과  TFT(Tv1, Tv2, Tv3)  리  TFT(Tr1, Tr2, Tr3)는

들어 In-Sn-Zn-O계  산 , In-Al-Zn-O계  산 , Sn-Ga-Zn-O계  산 , Al-Ga-Zn-O계 

 산 , Sn-Al-Zn-O계  산 , In-Zn-O계  산 , Sn-Zn-O계  산 , Al-Zn-O계  산

, In-O계  산 , Sn-O계  산 ,  Zn-O계  산 등  산   어느 하나   수

다.

상 에 는 본  람직한 실시  참 하여 하 지만, 해당 술  통상  술 는 하  특[0099]

허청 에 재  본  술  사상  역  어나지 는  내에  본  다 하게

수   변경시킬 수  해할 수  것 다.
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100 : 시                   110 :  동[0100]

115 : 게 트 동                120 : 티플

150 : 보상                       155 : 미 역

도

도 1
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